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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Hochfrequenzschirrn fur ein diagnostisches Magnetresonanzgerat 

(57) Ein Hochfrequenzsch irm fur ein diagnostisches Magne- 
tresonanzgerat umfafct einen hohlzylindrischen Trager 
(54) aus einem Dielektrikum, eirie auf einer Innenseite des 
Tragers (54) angeordnete erste, elektrisch leitfahige und 
mit axial ausgerichtetenTrennschlitzen (14, 18) versehene 
erste Beschichtung (2) und eine auf einer AuBenseite des 
Tragers (54) angeordnete zweite, elektrisch leitfahige und 
rnit axial ausgerichteten Trennschlitzen (36) versehene 
zweite Beschichtung (56). Die Trennschlitze (14 f 18, 36) in 
der ersten und zweiten Beschichtung (2, 56) sind zueinan- 
der in einer Umfangsrichtung versetzt angeordnet. Die er- 
ste Beschichtung (2) weist an den Enden (26, 28) des Tra- 
gers (54) geschlitzte Endbereiche (4, 6) und zwischen den 
Eno'bereichen (4, 6) mjndestens einen geschlitzten Mittel- 
beretch (8) auf. Die in den Endbereichen (46) eingebrach- 
ten Trennschlitze (14) enden jeweils in einen Querschlitz 
(30). ■ 
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Beschreibung 
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axialer Richtung geschlitzt, wobei drei Bereiche gebildet 
sind: Geschlitzte Endbereiche 4 und 6 sowie ein geschlitzter 
Mittelbereich 8. Die Endbereiche 4 und 6 sind voin Mittel- 
bereich 8 durch einen in Umfangsrichtung (f> verlaufenden 
ringformigen Streifenleiter 10 und 12 getrennt. Die Streifen- 5 
leiter 10, 12 weisen zur Vermeidung von ringformigen Wir- 
belstrdmen eine kapazitiv iiberbriickte Unterbrechung auf 
(hier nicht dargestellt) 

In den Endbereichen 4, 6 sind axial, d. h. parallel zur z- 
Achse, ausgerichtete Trennschlitze 14 eingearbeitet, so daB 10 
im Bereich der Trennschlitze 14 voneinander isolierte Strei- 
fenleiter 16 gebildet sind. 

In den Mittelbereich 8 sind ebenfalls axial ausgerichtete 
Trennschlitze 18 eingebracht, so daB im Bereich der Trenn- 
schlitze 18 isolierte Streifenleiter 20 gebildet sind. Der Ab- 15 
stand der Trennschlitze 14 in Umfangsrichtung ist halb so 
groB wie der entsprechende Ab stand der Trennschlitze 18. 

In der Symmetrieebene ist auf der Beschichtung 2 in Um- 
fangsrichtung ein durchgehender Querschlitz 22 einge- 
bracht. Der Querschlitz 22 ist an einer Stelle durch einen 20 
hochohrnigen Widerstand 24 im Bereich von 100 k£l uber T 
brtickt, urn statische Aufladungenzu verhindern. 

Die Streifenleiter 16 erstrecken sich von den Enden 26, 
28 des Tragers zur Mitte hin und enden jeweils in kurzen 
Querschlitzen 30, die jeweils entlang einer Urnfangslinie 32 25 
und 34 ausgerichtet sind. Die Querschlitze 30 sind unterein- 
ander nicht verbunden. 

Die axiale Ausdehnung der Trennschlitze 18 einschlieB- 
lich der ringformigen Streifenleiter 10 und 12 ist durch die 
axialen Aufienabmessungen der Hochfrequenzantenne be- 30 
stimmt. In den geschlitzten Endbereichen 4 und 6 befinden 
sich keine Leiterstrukturen der Hochfrequenzantenne, son- 
dem nur noch Leiter der Gradientenspulen. 

Gestrichelt ist in Fig. 1 noch eine Struktur einer auf der 
AuBenseite des Tragers angeordneten zweiten elektrisch 35 
leitfahigen Beschichtung 35 dargestellt. Die Beschichtung 
35 weist nur axial ausgerichtete Trennschlitze 36 auf, die in 
der Symmetrieebene unterbrochen sind, so daB die im Be- 
reich der Trennschlitze 36 isolierten Streifenleiter 38 dort 
untereinander galvanisch verbunden sind. Damit werden 40 
Aufladungen der Streifenleiter 38 untereinander vermieden. 

Anhand der Fig. 2 und 3 soil die Wirkung der kurzen 
Querschlitze 30 auf die Wirbelstrornpfade erlautert werden. 
In Fig. 2 ist ein Wirbelstrompfad 40 dargestellt, der sich ein- 
stellen wiirde, wenn die kurzen Querschlitze 30 fehlten. Der 45 
Wirbelstrompfad 40 dehnt sich betrachtlich in axialer Rich- 
tung in die Streifenleiter 16 hinein aus. Damit entstehen an 
den Enden der Trennschlitze 14 wegen der Einschnurungen 
hohe Stromdichten, die zu einer entsprechenden Erwarrhung 
fiihren. Bei einem groBeren Abstand der Trennschlitze 14 in 50 
Umfangsrichtung dringen die Wirbelstrome noch weiter in 
die Streifenleiter 16 ein. 

Fig. 3 zeigt mit einem eingezeichneten Wirbelstrompfad 
42, wie durch die kurzen Querschlitze 30 an den Enden der 
Trennschlitze 14 die Wirbelstrome gehindert werden, in 55 
axialer Richtung in die Streifenleiter 16 einzudringen. Da- 
mit werden auch lokale Stromdichteerhohungen und damit 
lokale Erhitzungen in den Endbereichen der Trennschlitze 
14 verhindert. Die homogenisierende Wirkung auf den Wir- 
belstromverlauf wird noch durch den geringeren Abstand 60 
der Trennschlitze 14 in Umfangsrichtung <p verstarkt. 

Fig. 4 zeigt im Querschnitt Funktionseinheiten eines dia- 
gnostischen Magnetresonanzgerats, die die Struktur des 
Hochfrequenzschirms bestimmen. Das Magnetresonanzge- 
f at ist hier als Ganzkorpergerat mit einem ringformigen Kry- . 65 
ostaten ausgestaltet, worin sich supraleitende Spulen zur Er- 
zeugung eines homogenen Grundmagnetfelds befinden. Die 
einzelnen Funktionseinheiten sind wie Schalen einer Zwie- 



bel im Innenraum des Kryostaten angeordnet, wobei also 
auBere Schale ein Gradientenspulensystem 50 angeordnet 
ist, das als hohlzylindrische Baueinheit in das hier nicht dar- 
gestelltes Grundfeld-Magnetsystem eingebaut wird. Inner- 
halb des Gradientenspulensy stems .50 ist der schon anhand 
von Fig. 1 bis 3 erlauterte Hochfrequenzschirm 52 angeord- 
net, der zur Warmeabfuhr an der Innenseite des Gradienten- 
spulensystems 50 miteinlaminiert ist. Damit ist eine gute 
leitfahige Verbindung des Hochfrequenzschirms 52 mit dem 
schon gekuhlten Gradientenspulensystem 50 geschaffen. 
Der Hochfrequenzschirm 52 besteht aus einem kreisfbrmi- 
gen hohlzylindrischen Trager 54, worauf auf der Innenseite 
die Beschichtung 2 und auf der AuBenseite die Beschich- . 
tung 35 angeordnet ist. Als Trager 54 wird ein standmafiiges . 
Dielektrikum verwendet, wie es z. B. uhter der Typenbe- 
zeichnung FR4 erhaltlich ist. Die Dicke des Dielektrikums 
betragtz. B. 75 urn. * 

Die Beschichtungen 2, 35 sind als Kupferschicht mit ei- 
ner Dicke, die ungefahr der dreifachen Eindringtiefe des 
Hochfrequenzstroms entspricht, auf dem Trager 54 aufge- 
bracht. Die Trennschlitze konnen mittels eines aus der Lei- 
terplattenfertigung bekannten Atzverfahrens in die Be- 
schichtungen 2, 35 eingebracht werden. 

SchlieBlich ist als innerste Schale eine Hochfrequenzan- 
tennenanordnung 58 vorhanden, die als hohlzylindrische 
Baueinheit mit einem Abstand 60 von dem Hochfrequenz- 
schirm 52 angeordnet ist. Aile Baueinheiten 50, 52, 58 sind 
koaxial beziiglich einer Symmetrieachse 62 im Grundfeld- 
Magnetsystem angeordnet. Die Symmetrieachse 62 definiert 
auch die Lage der z-Koordinate. Die Umfangskoordinate 9 
ist ebenfalls eingezeichnet. 

Patentanspriiche 

1. Hochfrequenzschirm (52) fur ein diagnostisches 
Magnetresonanzgerat mit einem hohlzylindrischen 
Trager (54) aus einem Dielektrikum, mit einer auf einer 
Innenseite des Tragers (54) angeordneten ersten, elek- 
trisch leitfahigen und mit axial ausgerichteten Trenn- 
schlitzen (14, 18) versehenen ersten Beschichtung (2) 
und mit einer auf einer AuBenseite des Tragers (54) an- 
geordneten zweiten, elektrisch leitfahigen und mit 
axial ausgerichteten Trennschlitzen (36) versehenen 
zweiten Beschichtung (35), wobei die Trennschlitze 
(14, 18, 36) in der ersten und zweiten Beschichtung (2, 
35) zueinander in einer Umfangsrichtung versetzt an- 
geordnet sind und wobei die erste Beschichtung (2) an 
den Enden (26, 28) des Tragers (54) geschlitzte Endbe- 
reiche (4, 6). und zwischen den Endbereichen (4, 6) 
mindestens einen geschlitzten Mittelbereich (8) auf- 
weist, da durch gekennzeichnet, daB die in den End- 
bereichen (46) angeordneten Trennschlitze (14) jeweils 
in einen Querschlitz (30) enden. 

2. Hochfrequenzschirm nach Anspruch l, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Trager (54) einen kreisringlbr- 
migen Querschnitt besitzt. 

3. Hochfrequenzschirm nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die innere Beschichtung (2) 
in der Mitte einen in Umfangsrichtung verlaufenden, 
durchgehenden Querschlitz (22) aufweist, der mit ei- 

, nem Widerstand (24) uberbriickt ist. 

- 4. Hochfrequenzschirm nach einem der Anspriiche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB in den Endberei- 
chen (4,-6) ein Abstand der Trennschlitze (14) in Um- 
fangsrichtung zueinander geringer ist als ein entspre- 
chender Abstand der Trennschlitze (18) im Mittelbe- . 
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reich (8). 
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TI : HF screen for diagnostic magnetic resonance imaging device 

uses hollow cylindrical carrier of dielectric material provided 
with conductive coatings on its inside and outside surfaces 

PN: DE19843905-A1 

PD: 06.04.2000 

AB: The HF screen has a hollow cylindrical carrier of a 
dielectric material, provided on its inside with an 
electrically conductive coating (2) # having axial separation 
slits (14,18). On the outside of the carrier, a second 
conductive coating is provided having axial separation slits 
which are offset in the peripheral direction from the axial 
separation slits of the interior coating. The interior coating 
is divided into a centre region and two end regions, with the 
axial separation slits for the end regions each ending in a 
transverse slit (30), separating it from the centre regions- 
Provides effective HF screening independent of type of HF 
antenna used. Reduces local temperature rise. 
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